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(57)【要約】
【課題】混色や光損失の問題を改善した有機発光表示装
置を提供すること。
【解決手段】本発明の一実施形態においては、有機発光
ダイオードの下部の反射電極を凹んだ形状にて形成する
。本構成により、反射電極は凹鏡として働き、反射した
光の出射角が小さくなるため、隣接した画素領域へ光が
進んで混色が発生するという問題を改善することができ
る。また、内部全反射によって光が側面へ導波し、光損
失が発生するという問題を改善することができる。また
、本発明の一実施形態においては、反射電極の形成され
た凹溝を充填パターンで満たし、基板面を実質的に平坦
に形成する。本構成により、有機発光層は実質的に均一
な厚さを有することになり、均一な輝度を確保すること
ができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の画素領域に形成され、凹溝を定義する凹部を有する反射電極と、
　前記凹溝を満たす第１充填パターンと、
　前記第１充填パターンおよびその周辺における反射電極の部分上に形成された第１電極
と、
　前記第１電極上に形成された有機発光層と、
　前記有機発光層上に形成された第２電極を備える、有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記第１充填パターンの上面と、その周辺における反射電極の部分の上面は、同じ高さ
を有する、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記反射電極の下部に配置され、前記凹部が形成された凹面を有する保護膜をさらに備
える、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記画素領域に形成された薄膜トランジスタのドレイン電極と前記反射電極が接続され
る前記保護膜のドレインコンタクトホールを満たす第２充填パターンをさらに備える、請
求項３に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記第１電極と、前記有機発光層と、前記第２電極とを含む有機発光ダイオードは、白
色を発生するように構成され、
　前記有機発光ダイオード上にカラーフィルターパターンが配置される、請求項１に記載
の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記第２電極は、透明電極、または半透明電極である、請求項１に記載の有機発光表示
装置。
【請求項７】
　基板上の画素領域に形成され、凹溝を定義する凹部を有する反射電極と、
　前記反射電極上の第１パターンと、
　前記第１パターン上に形成され、前記凹部に対応する部分が平坦であり、前記反射電極
と電気的に接続された前記第１電極と、
　前記第１電極上に形成された有機発光層と、
　前記有機発光層上に形成された第２電極を備える、有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記第１電極は、前記第１パターンに形成されたコンタクトホールを介し、前記反射電
極と電気的に接続する、請求項７に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記第１電極は、前記反射電極に直接接触する、請求項７に記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第１電極は、前記凹部以外の前記反射電極の部分にのみ接触する、請求項９に記載
の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第１電極は、前記反射電極の凹部の一部と接触する、請求項９に記載の有機発光表
示装置。
【請求項１２】
　前記第１パターンの上面と、前記凹部以外の前記反射電極の部分の上面は、同じ高さを
有する、請求項１０に記載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記第１パターンの上面は、前記凹部以外の前記反射電極の部分の上面より低い、請求
項１１に記載の有機発光表示装置。
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【請求項１４】
　前記反射電極の下部に配置され、前記凹部が形成された凹面を有する保護膜をさらに備
える、請求項７に記載の有機発光表示装置。
【請求項１５】
　前記画素領域に形成された薄膜トランジスタのドレイン電極と前記反射電極が接続され
る前記保護膜のドレインコンタクトホールを満たす第２パターンをさらに備える、請求項
１４に記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記反射電極は、反射特性を持った金属物質から形成される最上部層と、付着力の優秀
な導電物質からなる最下部層を含む、請求項１または請求項７に記載の有機発光表示装置
。
【請求項１７】
　各画素領域を取り囲みながら、前記凹溝の端部を覆うバンクをさらに備える、請求項１
または請求項７に記載の有機発光表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、薄型や軽量、低消費電力といった優れた特性を有するフラットパネル表示装置（
ｆｌａｔ　ｐａｎｅｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）が開発され、様々な分野に採用されている。
【０００３】
　フラットパネル表示装置のうち、有機電界発光表示装置、若しくは有機電気発光表示装
置とも呼ばれる有機発光表示装置（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ：ＯＬＥＤ）は、電子注入電極である陰極と正孔注入電極で
ある陽極との間に形成された発光層に電荷を注入すると、電子・正孔対が形成された後、
消滅する際に光を放射する素子である。
【０００４】
　一般的に、トップエミッション型の有機発光表示装置は、有機発光層の下部に平坦な形
状の反射電極が配置され、有機発光層から発生して下部へ進んだ光は、反射電極で反射す
る。
【０００５】
　ところが、反射電極に対する入射角の大きい光は隣接した画素領域に出射されて混色が
生じ、また、有機発光パネルの内部で全反射して側面へ導波することにより、光損失が発
生する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、有機発光表示装置における混色や光損失を改善することのできる方案を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述したような目的を達成するため、本発明は、基板上の画素領域に形成され、凹溝を
定義する凹部を有する反射電極と、前記凹溝を満たす第１充填パターンと、前記第１充填
パターンおよびその周辺における反射電極の部分上に形成された第１電極と、前記第１電
極上に形成された有機発光層と、前記有機発光層上に形成された第２電極を備える有機発
光表示装置を提供する。
【０００８】
　ここで、前記第１充填パターンの上面と、その周辺における反射電極の部分の上面は、
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同じ高さを有することができる。
【０００９】
　前記反射電極の下部に配置され、前記凹部が形成された凹面を有する保護膜をさらに備
えることができる。
【００１０】
　前記画素領域に形成された薄膜トランジスタのドレイン電極と前記反射電極が接続され
る前記保護膜のドレインコンタクトホールを満たす第２充填パターンをさらに備えること
ができる。
【００１１】
　前記第１電極と、前記有機発光層と、前記第２電極とを含む有機発光ダイオードは、白
色を発生するように構成され、前記有機発光ダイオード上にカラーフィルターパターンを
配置することができる。
【００１２】
　前記第２電極は、透明電極であってもよく、半透明電極であってもよい。
【００１３】
　他の側面において、本発明は、基板上の画素領域に形成され、凹溝を定義する凹部を有
する反射電極と、前記反射電極上の第１パターンと、前記第１パターン上に形成され、前
記凹部に対応する部分が平坦であり、前記反射電極と電気的に接続された前記第１電極と
、前記第１電極上に形成された有機発光層と、前記有機発光層上に形成された第２電極を
備える有機発光表示装置を提供する。
【００１４】
　ここで、前記第１電極は、前記第１パターンに形成されたコンタクトホールを介し、前
記反射電極と電気的に接続することができる。
【００１５】
　前記第１電極は、前記反射電極に直接接触することができる。
【００１６】
　前記第１電極は、前記凹部以外の前記反射電極の部分にのみ接触することができる。
【００１７】
　前記第１電極は、前記反射電極の凹部の一部と接触することができる。
【００１８】
　前記第１パターンの上面と、前記凹部以外の前記反射電極の部分の上面は、同じ高さを
有することができる。
【００１９】
　前記第１パターンの上面は、前記凹部以外の前記反射電極の部分の上面より低くてもよ
い。
【００２０】
　前記反射電極の下部に配置され、前記凹部が形成された凹面を有する保護膜をさらに備
えることができる。
【００２１】
　前記画素領域に形成された薄膜トランジスタのドレイン電極と前記反射電極が接続され
る前記保護膜のドレインコンタクトホールを満たす第２パターンをさらに備えることがで
きる。
【００２２】
　前記反射電極は、反射特性を持った金属物質から形成される最上部層と、付着力の優秀
な導電物質からなる最下部層を含むことができる。
【００２３】
　各画素領域を取り囲みながら、前記凹溝の端部を覆うバンクをさらに備えることができ
る。
【発明の効果】
【００２４】
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　本発明では、有機発光ダイオードの下部の反射電極を、凹んだ形状に形成する。
【００２５】
　それにより、反射電極が凹鏡として働き、反射した光の出射角が小さくなるので、隣接
した画素領域へ光が進んで混色が生じるという問題を改善することができ、内部全反射に
よって光が側面へ導波し、光損失が発生するという問題を改善することができる。
【００２６】
　また、反射電極が形成された凹溝を充填パターンで満たし、基板面を実質的に平坦に形
成することになる。
【００２７】
　その結果、有機発光層は、実質的に均一な厚さを有することになるので、均一な輝度を
確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施例に係る有機発光表示装置を概略的に示す平面図である。
【図２】図１の切断線II－IIに沿って示す断面図である。
【図３】本発明の実施例に係る反射電極が２層構造に形成された場合を示す断面図である
。
【図４】本発明の実施例に係る反射電極を介し、反射する光の経路を示す図面である。
【図５】本発明の実施例に係る有機発光表示装置の出光プロファイルに対するシミュレー
ション結果を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して詳細に説明する。以下の実施例では、
同一または類似の構成要素に対し、同一または類似の図面符号を与え、その具体的な説明
を省略することもある。
【００３０】
　図１は、本発明の実施例に係る有機発光表示装置を概略的に示す平面図であり、図２は
、図１の切断線II－IIに沿って示す断面図である。
【００３１】
　図１を参照すると、本実施例に係る有機発光表示装置１００は、映像を表示する表示領
域に、複数の画素領域Ｐがマトリクス状に配列されている。
【００３２】
　複数の画素領域Ｐは、例えば、赤色・緑色・青色をそれぞれ表示するＲ・Ｇ・Ｂ画素領
域Ｐを含むことができる。かかるＲ・Ｇ・Ｂ画素領域Ｐは、一方向に沿って交互に配置す
ることができる。
【００３３】
　図２を共に参照し、本実施例に係る有機発光表示装置１００の構造をさらに詳細に説明
する。
【００３４】
　有機発光表示装置１００は、互いに対向する２つの基板である第１基板１０１および第
２基板１８１を備えることができる。
【００３５】
　第１基板１０１はアレイ基板であり得る。また、第１基板１０１には、各画素領域Ｐを
駆動するための駆動素子を形成することができる。
【００３６】
　第２基板１８１は、第１基板１０１の対向基板であって、第１基板１０１をカプセル封
止（ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）する基板として働くことができる。一方、場合によっ
ては、カプセル封止基板である第２基板１８１を省略することもできる。
【００３７】
　かかる有機発光表示装置１００は、トップエミッション型であり得る。
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【００３８】
　すなわち、下部に位置するアレイ基板である第１基板１０１の上部方向へ光が出射し、
第２基板１８１の外面が表示面（または出射面）に該当され得る。
【００３９】
　一方、具体的に示してはいないが、第２基板１８１の外面には、外光反射を改善するた
めの円偏光板を取り付けることができる。
【００４０】
　第１基板１０１には、各画素領域Ｐに、スイッチング薄膜トランジスタおよび駆動薄膜
トランジスタＴｄと、これらの薄膜トランジスタ上に位置し、駆動薄膜トランジスタＴｄ
に接続される有機発光ダイオードＯＤを配置することができる。
【００４１】
　さらに詳細に説明すると、第１基板１０１の内面上に、半導体層１１２を形成すること
ができる。このとき、半導体層１１２は、多結晶シリコンからなり得るが、これに限定さ
れるものではない。
【００４２】
　半導体層１１２上には、絶縁物質からなる絶縁膜として、ゲート絶縁膜１１５を第１基
板１０１の全面に形成することができる。
【００４３】
　ゲート絶縁膜１１５は、無機絶縁物質であって、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）や
窒化シリコン（ＳｉＮｘ）から形成することができる。
【００４４】
　ゲート絶縁膜１１５上には、半導体層１１２の中央に対応して、金属などの導電性物質
からなるゲート電極１２０を形成することができる。
【００４５】
　また、ゲート絶縁膜１１５上には、スイッチング薄膜トランジスタのゲート電極に接続
されるゲート配線を形成することができる。
【００４６】
　ゲート電極１２０上には、絶縁物質からなる絶縁膜として、層間絶縁膜１２５を第１基
板１０１の全面に形成することができる。
【００４７】
　層間絶縁膜１２５は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）や窒化シリコン（ＳｉＮｘ）のような
無機絶縁物質から形成してもよく、ベンゾシクロブテンやフォトアクリルのような有機絶
縁物質から形成してもよい。
【００４８】
　また、層間絶縁膜１２５は、半導体層１１２の両側を露出する第１コンタクトホール１
２６ａおよび第２コンタクトホール１２６ｂを含むことができる。
【００４９】
　第１コンタクトホール１２６ａおよび第２コンタクトホール１２６ｂは、ゲート電極１
２０の両側に、ゲート電極１２０と離隔して位置する。さらに、第１コンタクトホール１
２６ａおよび第２コンタクトホール１２６ｂは、ゲート絶縁膜１１５内にも形成すること
ができる。
【００５０】
　層間絶縁膜１２５上には、金属などの導電性物質からなるソース電極１３１およびドレ
イン電極１３３が形成される。
【００５１】
　また、層間絶縁膜１２５上には、ゲート配線と交差し、スイッチング薄膜トランジスタ
のソース電極に接続されるデータ配線を形成することができる。
【００５２】
　ソース電極１３１およびドレイン電極１３３は、ゲート電極１２０を中心にして離隔し
て位置し、それぞれ第１コンタクトホール１２６ａおよび第２コンタクトホール１２６ｂ
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を介して半導体層１１２の両側に接触する。
【００５３】
　このように形成された半導体層１１２、ゲート電極１２０、ソース電極１３１、および
ドレイン電極１３３は、駆動薄膜トランジスタＴｄを構成する。
【００５４】
　他の例として、駆動薄膜トランジスタＴｄは、半導体層の下部にゲート電極が位置し、
半導体層の上部にソース電極およびドレイン電極が位置する逆スタガ構造であってもよい
。この場合、半導体層は、例えば非晶質シリコンからなり得る。
【００５５】
　一方、図面に示していないが、スイッチング薄膜トランジスタは、駆動薄膜トランジス
タＴｄと同じ構造にすることができる。
【００５６】
　ソース電極１３１およびドレイン電極１３３の上部には、絶縁物質からなる絶縁膜とし
て、第１保護膜１４０を第１基板１０１の全面に形成することができる。
【００５７】
　第１保護膜１４０は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）や窒化シリコン（ＳｉＮｘ）のような
無機絶縁物質から形成することができる。
【００５８】
　第１保護膜１４０上には、絶縁物質からなる絶縁膜として、第２保護膜１４１を第１基
板１０１の全面に形成することができる。
【００５９】
　第２保護膜１４１は、ベンゾシクロブテンやフォトアクリルのような有機絶縁物質から
形成することができる。
【００６０】
　第１保護膜１４０および第２保護膜１４１には、ドレイン電極１３３を露出するドレイ
ンコンタクトホール１４２を形成することができる。
【００６１】
　一方、駆動薄膜トランジスタＴｄ上には、第２保護膜１４１で構成された単層の保護膜
構造を適用することもできる。
【００６２】
　さらに、本実施例の第２保護膜１４１は、各画素領域Ｐ内に形成された凹溝１４４を含
むことができる。
【００６３】
　これに関し、画素領域Ｐ内において有機発光ダイオードＯＤが形成された領域である発
光領域に対応する第２保護膜１４１の部分には、その上面１４１ａが、下部に（すなわち
、第１基板１０１の方向に）凹んだ曲面状に形成される。かかる凹んだ上面１４１ａを、
凹面１４１ａと称する。
【００６４】
　このような凹面１４１ａ上の凹んだ形状の空間は、凹溝１４４に該当するが、第２保護
膜１４１には、凹面１４１ａによって定義される、すなわち、凹面１４１ａで取り囲まれ
た凹溝１４４が構成され得る。
【００６５】
　一方、凹溝１４４の周辺における第２保護膜１４１の部分は、実質的に平坦な形状を有
する。すなわち、凹溝１４４の周辺における第２保護膜１４１部分の上面は、平坦面に該
当する。
【００６６】
　前述したような構造を有する第２保護膜１４１は、例えば、ハーフトーンマスクを用い
たフォトリソグラフィ工程で形成することができる。
【００６７】
　このように形成された第２保護膜１４１上には、各画素領域Ｐに形成された反射電極１



(8) JP 2019-114541 A 2019.7.11

10

20

30

40

50

５０が設けられる。
【００６８】
　反射電極１５０は、ドレインコンタクトホール１４２を介してドレイン電極１３３に接
続されるように構成することができる。
【００６９】
　このとき、ドレインコンタクトホール１４２内に位置する反射電極１５０の部分は、ド
レインコンタクトホール１４２の内面に沿って延伸し、ドレイン電極１３３に接続される
ことができる。
【００７０】
　さらに、本実施例の反射電極１５０は、第２保護膜１４１の凹溝１４４に沿って形成さ
れるように構成することができる。
【００７１】
　その結果、凹溝１４４に形成された反射電極１５０の部分は、凹面１４１ａと実質的に
同じ形状を有することになる。
【００７２】
　言い換えると、凹溝１４４に形成された反射電極１５０の部分は、凹面１４１ａに沿っ
て形成され、凹面１４１ａと実質的に同じ凹んだ形状を有することができる。ここで、凹
溝１４４に形成された反射電極１５０の部分を、凹部１５１と称する。
【００７３】
　それにより、反射電極１５０の凹部１５１上には、第２保護膜１４１の凹溝１４４が存
在することになる。
【００７４】
　すなわち、反射電極１５０も、凹部１５１上に位置する凹溝１４４を有すると言える。
言い換えると、反射電極１５０の凹部１５１は、凹溝１４４を定義すると言える。
【００７５】
　そして、反射電極１５０は、凹面１４１ａ周辺における第２保護膜１４１部分の平坦な
上面にも形成することができる。このように第２保護膜１４１の平坦面上に形成された反
射電極１５０の部分は、実質的に平坦な形状を有することになる。
【００７６】
　反射電極１５０は、銀（Ａｇ）のように反射特性に優れた金属物質を用いて形成するこ
とができる。
【００７７】
　また、反射電極１５０は、単層構造であってもよく、多層構造であってもよい。
【００７８】
　多層構造にした場合、反射電極１５０の最上部層は、反射特性を有する金属物質で形成
することができ、最下部層は、第２保護膜１４１との付着力に優れた導電物質（例えば、
ＩＴＯ）で形成することができる。
【００７９】
　これに関し、図３では、多層構造の一例として、反射電極１５０を２層構造に形成した
場合を示す。このような２層構造の反射電極１５０は、例えば、ＩＴＯのような透明導電
性物質で下部の第１層１５０ａを形成し、銀のような反射性金属物質で上部の第２層１５
０ｂを形成することができる。
【００８０】
　前述したように形成された反射電極１５０上には、第１充填パターン１５５を形成する
ことができる。さらに詳細に、第１充填パターン１５５は、反射電極１５０の凹部１５１
上に、それを覆うように形成することができる。
【００８１】
　かかる第１充填パターン１５５は、反射電極１５０が形成された状態の凹溝１４４を実
質的に完全に満たすように形成される。
【００８２】
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　それにより、第１充填パターン１５５が形成された状態で、凹溝１４４とその周辺の基
板面は、実質的に平坦な状態となり得る。
【００８３】
　すなわち、第１充填パターン１５５が凹部１５１を覆い、凹溝１４４を満たすように形
成されることにより、第１充填パターン１５５の平坦な上面と、その周辺における反射電
極１５０の平坦な上面は、実質的に同じ高さを有することになる。
【００８４】
　一方、ドレインコンタクトホール１４２内の反射電極１５０上には、ドレインコンタク
トホール１４２を充填する第２充填パターン１５６を形成することができる。
【００８５】
　それにより、第２充填パターン１５６が形成された状態で、ドレインコンタクトホール
１４２と、その周辺の基板面は、実質的に平坦な状態となり得る。
【００８６】
　すなわち、第２充填パターン１５６がドレインコンタクトホール１４２を満たすように
形成されることにより、第２充填パターン１５６の平坦な上面と、その周辺における反射
電極１５０の平坦な上面は、実質的に同じ高さを有することになる。
【００８７】
　一方、第１充填パターン１５５および第２充填パターン１５６は、ベンゾシクロブテン
やフォトアクリルのような有機絶縁物質から形成することができる。
【００８８】
　第１充填パターン１５５および第２充填パターン１５６が形成された第１基板１０１上
には、各画素領域Ｐに第１電極１６５を形成することができる。
【００８９】
　このような第１電極１６５は、ＩＴＯのような透明導電性物質で形成することができる
。
【００９０】
　第１電極１６５は、第１充填パターン１５５、およびその周辺に露出された反射電極１
５０の部分に接触するように形成することができる。
【００９１】
　このように、第１電極１６５が、第１充填パターン１５５によって覆われない反射電極
１５０部分の上面に接触するように形成されることにより、第１電極１６５は、反射電極
１５０を介し、ドレイン電極１３３に電気的に接続されることができる。
【００９２】
　さらに、第１電極１６５は、第２充填パターン１５６と、その周辺に露出された反射電
極１５０の部分に接触するように形成することができる。
【００９３】
　前述したように、第１充填パターン１５５および第２充填パターン１５６が形成された
第１基板１０１は、実質的に平坦な基板面を有することになるので、第１電極１６５は、
実質的に平坦な状態となり得る。
【００９４】
　第１電極１６５の上部には、各画素領域Ｐの境界に沿って画素領域Ｐを取り囲むバンク
（または隔壁）１６６を形成することができる。
【００９５】
　バンク１６６は、画素領域Ｐにおける第１電極１６５を露出するホールを有し、第１電
極１６５の縁部を覆うように構成することができる。
【００９６】
　すなわち、第１電極１６５およびその下部の反射電極１５０の端部は、バンク１６６の
内側に位置するように構成される。これらの端部が露出されないので、有機発光層１６７
に接触しないことができる。
【００９７】
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　一方、バンク１６６は、反射電極１５０の凹溝１４４の端部を隠すように、すなわち覆
うように形成することができる。凹溝１４４の端部がバンク１６６によって覆われず、内
側に位置すると、内部で光が折れ曲がり、混色が引き起こされるという副作用が起こり得
る。
【００９８】
　バンク１６６のホールを介して露出された第１電極１６５の上部には、有機発光層１６
７が形成される。有機発光層１６７は、発光物質層を含む多層構造にすることができる。
【００９９】
　前述したように、第１電極１６５は、実質的に平坦な状態となるので、その上部に形成
される有機発光層１６７も平坦な状態に形成されることができる。
【０１００】
　一方、Ｒ・Ｇ・Ｂ画素領域Ｐのそれぞれに配置された有機発光層１６７は、白色光を出
射する白色有機発光層であり得る。しかしながら、これに限定されるものではなく、Ｒ・
Ｇ・Ｂ画素領域Ｐのそれぞれに配置された有機発光層１６７は、該当画素領域Ｐのカラー
を発光する有機発光層で構成されてもよい。
【０１０１】
　本実施例では、Ｒ・Ｇ・Ｂ画素領域Ｐのそれぞれに配置された有機発光層１６７が、白
色を発光する白色有機発光層である場合を例に挙げる。
【０１０２】
　一方、有機発光層１６７は、全体の画素領域Ｐに対応して形成することができる。すな
わち、基板上において、全体の画素領域Ｐに沿って連続して形成することができる。
【０１０３】
　有機発光層１６７の上部には、第２電極１６９を、第１基板１０１の全面に形成するこ
とができる。
【０１０４】
　ここで、第２電極１６９は、透明な特性を持つ透明電極からなり得るが、例えば、ＩＴ
Ｏのような透明導電性物質で形成することができる。
【０１０５】
　他の例として、第２電極１６９は、半透明な特性を持つ半透明電極で構成することがで
きる。この場合、マイクロキャビティ効果が発現され、発光効率が向上できる。このとき
、第２電極１６９は、マグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）、またはマグネシウム（Ｍｇ）
と銀（Ａｇ）の合金のような金属物質で形成することができる。また、該金属物質は、半
透過特性が具現化できる程度の薄い厚さで形成することができる。
【０１０６】
　このように、有機発光層１６７は平坦な状態となるので、その上部に形成された第２電
極１６９の部分も、平坦な状態となり得る。
【０１０７】
　このように配置された第１電極１６５と、有機発光層１６７、および第２電極１６９は
、有機発光ダイオードＯＤを構成する。ここで、第１電極１６５と第２電極１６９のうち
、一方はアノードとして働き、他方はカソードとして働く。
【０１０８】
　第２電極１６９上には、第１基板１０１の全面に沿って第３保護膜１７０を形成するこ
とができる。第３保護膜１７０は、外部からの水分や酸素の浸透を遮断することで、信頼
性を向上させる機能をすることができる。
【０１０９】
　かかる第３保護膜１７０は、酸化シリコンや窒化シリコンで形成することができる。ま
た、他の例として、第３保護膜１７０を、酸化シリコンや窒化シリコンを含む多層構造に
形成することもできる。
【０１１０】
　第３保護膜１７０上には、第１基板１０１に対向する第２基板１８１を配置することが
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できる。
【０１１１】
　第３保護膜１７０と第２基板１８１との間には、接着層１８３を形成することができる
。この接着層１８３を介し、第２基板１８１を第１基板１０１に取り付け、結合すること
ができる。
【０１１２】
　第２基板１８１の外面上には、各画素領域Ｐに対応し、該当カラーを具現化するための
カラーフィルター層１９０を設けることができる。
【０１１３】
　カラーフィルター層１０９は、例えば、Ｒ・Ｇ・Ｂ画素領域Ｐのそれぞれに対応するＲ
・Ｇ・Ｂカラーフィルターパターン１９０ｒ、１９０ｇ、１９０ｂを含むことができる。
【０１１４】
　それにより、白色を発光する有機発光ダイオードＯＤから伝達された白色光が、該当カ
ラーフィルターパターン１９０ｒ、１９０ｇ、１９０ｂを通過し、該当カラーが発生でき
る。
【０１１５】
　一方、第２基板１８１の外面上には、画素領域Ｐの境界に沿ってブラックマトリクス１
９５を形成することができる。
【０１１６】
　上記で説明したように、本実施例では、発光領域に位置する有機発光ダイオードＯＤの
下部に、凹んだ構造の反射電極１５０を形成する。
【０１１７】
　それにより、反射電極１５０は凹鏡として働くことができ、入射した光を実質的に垂直
な上部方向へ出射させることができる。
【０１１８】
　これに関し、図４を参照するが、図４は、本発明の実施例に係る反射電極を介し、反射
する光の経路を示す図面である。図４では、説明の便宜上、有機発光表示装置の一部の構
成を省略した。
【０１１９】
　図４を共に参照すると、有機発光層１６７で発生して下部へ進んだ光は、反射電極１５
０によって反射する。
【０１２０】
　そのとき、本実施例の反射電極１５０は、下部方向に凹んだ構造を有し、凹鏡のように
作用する。
【０１２１】
　そのため、基板面に垂直な法線方向を基準にして、光（Ｌｉ）の入射角（θｉ）が大き
くても、該光（Ｌｉ）は、反射電極１５０の凹鏡のような作用により、基板面に垂直な法
線方向を基準にして、出射角（θｒ）が小さくなる。
【０１２２】
　その結果、反射電極１５０で反射した光（Ｌｒ）は、実質的に表示装置の正面方向に集
光され、出射できるようになる。
【０１２３】
　したがって、反射電極１５０で反射した光（Ｌｒ）は、実質的に該当画素領域Ｐ内から
出射するので、隣接した画素領域Ｐへ進み、混色が生じるという問題を改善することがで
きる。
【０１２４】
　また、反射した光（Ｌｒ）は、出射角（θｒ）が小さくなるにつれて、互いに異なる屈
折率を持つ積層膜の界面における全反射によって光が側面へ導波し、光損失が発生すると
いう問題を改善することができる。
【０１２５】
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　これに関し、例えば、第２電極１６９は、その上部の第３保護膜１７０に比べて屈折率
が高いので、従来のように反射した光の出射角が大きい場合は、全反射が起こり得る。
【０１２６】
　これに対し、本実施例では、凹んだ反射電極１５０によって反射した光（Ｌｒ）の出射
角（θｒ）が小さくなり、全反射が発生しなくなるので、全反射による光損失を改善する
ことができる。
【０１２７】
　さらに、本実施例では、反射電極１５０の形成された凹溝１４４を第１充填パターン１
５５で満たし、発光領域における基板面を実質的に平坦に形成する。
【０１２８】
　その結果、有機発光層１６７は、実質的に均一な厚さを有することになる。
【０１２９】
　したがって、有機発光層１６７の全体に均一な電界を印加することができるようになり
、輝度均一度を確保することができる。
【０１３０】
　これに関し、図５を共に参照して説明する。図５は、本発明の実施例に係る有機発光表
示装置の出射プロファイルに対するシミュレーション結果を示す図面である。
【０１３１】
　図５を参照すると、本実施例によって反射電極１５０の形成された凹溝１４４を第１充
填パターン１５５で満たし、発光領域における基板面を実質的に平坦に形成することで、
有機発光層１６７が均一な厚さを有することになると、画素領域Ｐから出射する光の出射
プロファイルは実質的に均一となって、輝度均一度が確保できることが分かる。
【０１３２】
　前述した通り、本発明の実施例によると、有機発光ダイオードの下部の反射電極を、凹
んだ形状に形成することになる。
【０１３３】
　それにより、反射電極は凹鏡として働き、反射した光の出射角が小さくなるので、隣接
した画素領域へ光が進んで混色が生じるという問題を改善することができ、内部全反射に
よって光が側面へ導波し、光損失が発生するという問題を改善することができる。
【０１３４】
　また、反射電極の形成された凹溝を充填パターンで満たし、基板面を実質的に平坦に形
成することになる。
【０１３５】
　その結果、有機発光層は実質的に均一な厚さを有することになるので、均一な輝度を確
保することができる。
【０１３６】
　一方、前述した実施例においては、反射電極１５０の形成された凹溝１４４が第１充填
パターン１５５によって満たされた場合を例に挙げ、説明した。
【０１３７】
　しかしながら、本発明がこれに限定されるものではない。他の実施例において、第１パ
ターンは、反射電極上に形成することができる。第１電極は、第１パターン上に形成され
、第１パターンによって、凹部に対応する部分が平坦であり得る。
【０１３８】
　第１電極は、反射電極と電気的に接続することができる。特に、第１電極は、第１パタ
ーンに形成されたコンタクトホールを介し、反射電極と電気的に接続してもよく、反射電
極に直接接触してもよい。
【０１３９】
　第１電極が反射電極に直接接触する場合、第１パターンの上面と、凹部以外の反射電極
の部分の上面とは、同じ高さを有することができる。その結果、第１電極は、凹部以外の
反射電極の部分にのみ接触することができる。一方、第１パターンの上面は、凹部以外の
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反射電極の部分の上面より低く形成することができる。その結果、第１電極は、凹部以外
の反射電極の部分のみならず、反射電極の凹部の一部と接触することができる。
【０１４０】
　以上、前述した本発明の実施例は一例であって、本発明の精神に収まる範囲内で、自由
な変形が可能である。したがって、本発明は、特許請求の範囲および等価物の範囲内にお
ける本発明の変形を含む。
【符号の説明】
【０１４１】
　１００…有機発光表示装置、１０１…第１基板、１１２…半導体層、１１５…ゲート絶
縁膜、１２０…ゲート電極、１２５…層間絶縁膜、１２６ａ…第１コンタクトホール、１
２６ｂ…第２コンタクトホール、１３１…ソース電極、１３３…ドレイン電極、１４０…
第１保護膜、１４１…第２保護膜、１４１ａ…凹面、１４２…ドレインコンタクトホール
、１４４…凹溝、１５０…反射電極、１５１…凹部、１５５…第１充填パターン、１５６
…第２充填パターン、１６５…第１電極、１６６…バンク、１６７…有機発光層、１６９
…第２電極、１７０…第３保護膜、１８１…第２基板、１８３…接着層、１９０…カラー
フィルター層、１９０ｒ…Ｒカラーフィルターパターン、１９０ｇ…Ｇカラーフィルター
パターン、１９０ｂ…Ｂカラーフィルターパターン、２００…ＣＬＣパターン、２１０…
透明パターン、１９５…ブラックマトリクス、Ｐ…画素領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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